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ENDUSTRIYEL ELEKTRONIK
(Kisa Sinav 2)

Bir yukariya dogru anahtarlamali giic kaynaginda anahtar olarak karakteristikleri Sekil-a’da
verilen giic MOSFET' kullaniliyor. (Giic MOSFET'" i¢in devre kenetlenmeli endiiktif yiik
olusturmaktadir). Gii¢ kaynaginda V| = 12V, Vo = 48V, Devrenin ¢alisma akimi Ipmas = SA,
bobin akiminin dalgalanma araligr Al = 0.35A olarak verilmisti. MOSFET Rg = 75 Ohm i¢
direngli bir tiretegle stirtilityor. Esik gerilimi Vr = 4V, sirlicii darbe genligi Vge=12V ,
anahtarlama frekansi fs = 50 kHz olarak verilmistir.

a- MOSFET'"in toy toplam iletime girme ve topr toplam kesime gitme siirelerini hesaplayiniz.
b-Devrenin anahtarlama kaybini hesaplaymiz (Yol gosterme: Sekil-b).
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